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p-tipi katkılı yarıiletkende deliklerin mobil, iyonların sabit 

konumda olduklarına dikkat ediniz.  

 

Mobile : Holes 

Fixed : B ions 

 

 

 

 

Katışık atomlar 

(impurity atoms) 

Al : Alüminyum 

B  : Bor 

In  : Indiyum 
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p-tipi yarıiletken bant yapısı 

 

Sıcaklık derecesinin çok az artmasıyla birlikte delikler oluşur. 

 

Alıcı düzeyi, değerlilik bandının en üst düzeyinden, Bor (B) için 

0,044 eV dur.  
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Katkısız yarıiletkene göre çok fazla sayıda delik oluşur. Oda 

sıcaklığında, alıcı düzeyindeki uygun tüm konumlar doldurulmuş 

ve iletkenlik için çok sayıda delik oluşturulmuştur.  
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p-tipi yarıiletkenin iletkenlik bandında çok az sayıda elektron 

vardır. 

 

n-tipi yarıiletkenin değerlilik bandında çok az sayıda delik vardır. 

 

p-tipi: delikler çoğunluk (majority) elektronlar azınlık (minority) 

taşıyıcılarıdır. 

 

n-tipi: elektronlar çoğunluk (majority) delikler azınlık (minority) 

taşıyıcılarıdır. 
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n-tipi yarıiletken yapıda çok az sayıda hole bulunuyor.  

 

Bu şekle bakında çoğunluk taşıyıcısı durumundaki elektronlar 

holler ile neden birleşmiyor sorusu akla gelebilir.  

 

Yukarıdaki şekilden görülüyor ki serbest elektronlar iletkenlik 

bandında holler ise değerlilik bandında bulunurlar. Enerji 

düzeyleri farklıdır.   
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